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Objectiu de I’assignatura:

En aquesta assignatura es pretén oferir una visidé general del transport electronic en
dispositius semiconductors. En concret, es pretén que els alumnes coneguin I’existéncia d’una
jerarquia de nivells d’aproximacié per al tractament del transport electronic i com les
caracteristiques dels dispositius determinen ’eleccié d’un o altre. També es vol estudiar amb
detall alguns dispositius significatius, ja sigui per la seva rellevancia tecnologica (MOSFET de
dimensions nanometriques) o per que son representatius de dispositius basats en fenomens
propis de I’escala nanometrica (diode tunel ressonant, dispositius d’un sol electrd). Per ultim,
també s’estudia el procés de fabricacié de circuits integrats, establint els processos basics de la
tecnologia microelectronica.

Temari:

1. Introduccio
Breu historia dels dispositius electronics. Tendeéncies evolutives. Roadmaps de
microelectronica i nanoelectronica.

2. Transport electronic en semiconductors.

2.1.-. Conceptes basics sobre estats electronics, estadistica de portadors i dinamica de
I’electré en semiconductors.

2.2.- Semiconductors fora d’equilibri. Equacié de Boltzmann. Col-lisions en
semiconductors. Simulacié Monte Carlo del transport en dispositius.

2.3.- Transport semiclassic. Equacions dels semiconductors i transport ambipolar. Diode PN.
2.4.- Fotons 1 semiconductors. LED, laser semiconductor. Fotodetectors. Principis de
funcionament d’una fibra optica.

2.5.- Equacions de la massa efectiva i de la envolupant per la simulacié de dispositius
quantics. Equacions de moviment semiclassiques.

2.6.- Transport en sistemes mesoscopics. Model de Landauer. Equacié de Liouville i funcié
de Wigner. Trajectories quantiques.

3. Tecnologia microelectronica.

3.1.- Visid general del procés microelectronic CMOS.

3.2.- Processos fonamentals: litografia, gravat, difusio, implantacio, oxidacid, diposit de
capes, metalitzacio.

3.3.- Fabricacié de circuits 1dgics 1 diferents tipus de memories DRAM i SRAM. Altres
tecnologies. Nanofabricacid.

4. Dispositius semiconductors avancats.

4.1.- El transistor MOSFET. Escalat i disseny. Futur i limits previsibles.

4.2.- Dispositius nanometrics de transport lateral: contactes puntuals. Dispositius d’un sol
electrd: memories.

4.3.- Dispositius d’efecte tinel. El diode tunel ressonant. Superxarxes.

4.4.- Altres alternatives. Transistors d’efecte de camp avangats: nanotubs de carboni.
Electronica molecular. Spintronica.
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Consulta de documentacio adicional a través del campus virtual de 1a UAB.

Avaluacio:

La realitzaci6 de les practiques i 1’entrega d’alguns problemes (o qiiestions) resolts sera
obligatoria.
L’avaluacié de I’assignatura es fara segons el seglient criteri:

Practiques (25% de la nota final)
Problemes resolts i1 participacio activa en la seva discussio (25% )
Examen final (50%): Caldra com a minim un 4 a I’examen per aprovar 1’assignatura

Examen:

L’examen consistira en un conjunt de preguntes curtes o petits problemes amb un petit nombre
de calculs.
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